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"

-+ (57) Montageverfahren fiir HaIbIeiteEbauelemente,'das in der Bauelementefertigung anzuwenden ist. Ziel der

Erfindung ist die Einsparung von Zinn und Silber beim Aufléten der Bauelemente auf warmeableitende Trager. Daraus

- ergibt sich die technische Aufgabe, ein Verfahren zur Montage von Halbleiterbauelementen durch Aufloten

anzugeben, das gute Werte der montierten Bauelemente beziglich des Warmewiderstandes und der mechanischen
Festigkeit ergibt. ErfindungsgemaR wird diese Aufgabe geldst, durch das Aufldten unter Verwendung einer

" dreischichtigen Lotfolie mit einer Kernschicht aus Blei und Deckschichten aus Zinn bei gleichzeitiger vertikaler und  ~

horizontaler Bewegung des Bauelementes fiir die Dauer von etwa 10 s.
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Stamnsdorf, den 45 Dez. 1935

Titel der Erfindung

N

Verfahren zur Montage von Halbleiterbauelementen

Anwendungsgebiet der Erfindung
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Monﬁage von Halb-

1eiterbapélementen und ist in der Bauelementefertigung an-
zuwenden. L o

Charakteristik der bekannten technischen Losungen

Das AuflBten von Halbleiterelementen zuf Sockel ist als
Verfahren schon seit langem bekannt. Dabei wurden verschie—

den zusammengesetzte Blei-Zinn-Lote verwendet, die je nach
ihrer Zusammensetzung unterschiedliche Eigenschaften hin-
sichtlich ihres Warmewiderstandes, der Festigkeit und
eventuell auftretender thermo;mechaniSCher Spannungen auf-
welsen.. Im Zeichen der.weltweiten Verknappung an den Roh-
stoffen Zinn und Silber ist daher die allgemeine Entwick-

. lungstendenz auf die Verwendung silber- und zinnarmer Weich-
. lote gerichtet. Dabei ist die Verwendung homogen legierter

16.0E119583%187000
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Lote'mbvlich wie beispielswelsé in der britischen Pa.ent—
schrlft 1 548 7;6 dargestellt ist, wo belm WelCth*en von
Halblelterbauelementen ein Lot mlt einem Antell von 0,5

‘blS % Sn verwendet wird, daneben aber noch 1 bis 1,5 % Ag,
- 0,1 bis 2 % Ni und 0,1 bis 3 % Cu und der Restanteil Fb.

Andererseits sind auch schon in der Elektroindustrie, vor-

zugsweise bei der Verbindung von Kabeln, Lote verwendet

worden, die eine inhomogene Zusammensetzung,aufweisen. S0
‘wird beispielsweise in der DL-PS 6 456 ein Verfahren zun

Verblnden von Kabelleitern beschrieben bei dem ein Lot

S -.aus Blel verwendet erd dem als FluBmlttel Zinnspéne zu-

gesetzt 31nd.

~ Ferner ist in dem DD-WP 83 287 die Herstellung einer Sperr-

schicht fir lotbare AnschluBelemente bekann*gemacht. Dabei

~ wird als Sperrschlcht ein an sich bekanntes Blei-Zinn-Weich-

lot mlt‘elnem Bleigehalt von 98 7% auf die AnschluBelemente
aus Cu aufgebracht. AnschlieBend erfolgt die Aufbringung
einer zweiten Schicht aus elner tauchlotfahlven Zinn-Blei-
Legierung.

Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist die Einsparung von Zinn und Silber .
bei der Montage von Halbleiterbauelementgn durch WeichlBten.

Darleguﬁg_des“Wesens der,Erfindung

i

;Ausgehend von dem Ziel der Erfindung liegt der Erfindung

die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zunm Aufloton von Halb-
1e1terch1ps auf Sockel anzugeben, das unter Verwendunv von
zinnarmen und 311berfre1en Loten gute Werte der Bauelemente

bezliglich des warmew1derstandes und der mechanischen Festig-
keit erglbt. i



Erfindungsgemd8 wird diese Aufgabe dadurch‘gelﬁét, da88

die Lotung im Temperaturbereich von 200 ... 400 °C unter
Verwendung einer dreischichtigen Lotfolie und einer Bewe-
gung des aufzuldtenden Chips bis kurz vor dem Erstarrungs-
punkt des Lotes erfolgt. Die verwendete Lotfolie besitzt
eine Kernschicht aus Blei mit einer Dicke von 50'... 100‘/um

und Deckschichten aus reinem Zinn mit Dicken 2 ... 10 /0.
‘Die Zinnschichten werden durch Aufwalzen oder durch galva-

nlsche Beschichtung aufgebracht. Die Bewegung der Chips
erfolgt vertikal mit einer Frequenz von 5 ... 15 Hz und
einer Amplitude von O se. 0,8 mm., Die dabei unter Druckan-
wendung (0,5 +s« 3 N) gleichzeitig ausgefiihrte horizontale
Bewegung hat eine Frequenz von 0,5 ... 1 Hz mit% einer
Amplitude von O «.. 0;5 mme Die Gesamtdauer der Bewegung
betrdgt etwa 10 s. Da bei dem erfindungsgem#Ben Litfolien-

- aufbau die Zerstdrung von Oxidschichten auf der Lotober-
- fléche nicht erforderlich ist, hat die Bewegung hier, an-
ders als bei bekannten Litverfahren, den Zweck, die Lidt-

verbindung mbglichst lunkerfrei herzustellen. Nach Ablauf
der Bewegungsphase verbleibt die LOtstelle in Ruhe und

wird bei Zimmertemperatur abgekiihlt.

Obwohl die Bleischicht in der Lotfolie wesentlich diéker
ist als die Gesamtdicke der beiden Zinmschichten und die
Warmeleitfdhigkeit von Blei nur O 0837 gegenuber 00,1528
(beide Werte bei 0 °C gemessen), ergibt sich uberraschen-
derweise ein niedrigerer Warmew1derstand vervllchen mit
Bauelementen, die einen Aufbau mit einem konventionellen
Blei-~Z2inn-Lot aufweisen. Eine Erklarung dafiir findet sich
in der besseren Benetzung der LStstellen durch die erfin~--
dungsgemdBe Létfolie sowie in der vollkommén lunkerfreien
Verbindung der zu verlttenden Bauteile.
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Ein welterer uberrascnender Vorteil der Erflnduug ist eine
Erhobung der Zahl der mogllchen Temperaturwechsel, denen
das Bauelement nach der Montage bis zur Zerstorung ausve—
setzt werden kann. Durch die Vermlndevung des Virmewider-
standes kann das Bauelement flir hohere Leistungen elngecetzt
werden. Die Erhthung der Zahl der Temperaturwechsel erhoht
dle Lebensdauer der Bauelemente.

Die‘Erfindung'soll nachstehend,an einem Ausfihrungsbeispiel
erléutert werden. | '
Ausfiihrungsbeispiel

Eé sollén Chips von Si—Ieistungstransistoren mit einer Abmes- »
sung der Chips von 4 x 4 mm mit der Kollegtorflache auf elnen
/Traverstrelfen gelotet ‘werden. Dazu werden die Chips und die
Tragerstrelfen in einem durch Ultraschall bewegten Bad mit
Trichlordthylen als Badflissigkeit gereinigh und anschlie-
Bend in reinem Alkohol gesplilt. Die nachfolgenden Verfahrens—
schritte werden in eimer Stickstoff- Schutzgasatmosphare aus-

gefuhrt. Die Tragerstrelfen werden auf die Lottemperatur T
240 °c gebracht und das Lotplattchen auf die Bandfléche auf=-

.gebracht.'Das.LotpléttChen besteht aus einer Kernschicht
" aus Bleil mit eiﬁer Dicke von 100 /um und . Dec&schichteﬁ aus

reinem Zinn mlt einer Dicke von 10 /um. Das Chip wird ~aufge-

- nommen und unter Bewegunm in vertlkaler Richtung mlt einer

Frequenz/von 10 Hz und einer Amplltude von O,4 mm und gleich-
zeitiger horizontaler Bewegung mit einer Frequenz von 1 Hz °
und einer gleichen Amplitude fiir die Dauer von ca. 10 s auf
den Trégerétreifen mit dem Lot abgesenkt. Nach einer Abkiihl-
phase von ca. 30 s kann. d1e néchste Lotung auf dem Trager—

streifen erfolgen.,



Erfindungsanspruch

Te

2.

3.

Verfahren zur Montage von Halbleiterbauelementen, da-
dgrch gekennzeichnet, daB die metallisierte und gereinigte
Bauelementeoberfléche bei Temperaturen im Bereich von '
200 bis 400 °C in einmer Stickstoff-Schutzgasatmosphire
mittels einer drelschlcnulgen LOUfOlle, deren Kern aus
Blei und deren Deckschichten aus vorzugsweise galvanisch
aufgebrachtem Zinn bestehen, auf einen wirmeableitenden
Triger geldtet wird, wobei das Bauelement kurzzeitig,

etwa 10 s lang vertikal und horizontal gleichzeitig be-
 wegt wird und mit einer Kraft von 0,5 ses 3 N auf den

Triger gedruckt w1rd.

Verfahren.nach Pxt. 1, dadurch gekennzeichnet, daf die
Frequenz der vertikalen Bewegung 5 ... 15 Hz und die
Amplitude etwa O +es 0,8 mm, die Frequenz der horizon-
talen Bewegung O 5 eee 1 Hz und die Amplltude O eee 0,5 mm
betragt.

Verfahren nach Pkt. 1 und 2, dadurch gekennzeichnet,
daB eine Lotfolie mit einer Kernschicht aus Blei mit
einer Dicke von 50 ... 100 /um und Deckschlchten aus:
Zinn elne Dicke von 2 +.. 10 /um aufweisen.



	BIBLIOGRAPHY
	DESCRIPTION
	CLAIMS

